A densidade de metal no design de layout de CMOS é
‘ 6 [ 6 ) Biab importante pois necessitamos de garantir uma base
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¢)  Oserros de densidade de metal podem ser ignorados

-~ Eox -~ PoLy w/sto que'a.dlcmnar o padding durante o design das‘ .
células bdsicas pode levar a excesso de metal e no limite
I:l - PSyB pode interferir com o funcionamento de outras células
quando as juntarmos. Por isso, deixamos a corre¢ao
|:| -NWe (L desses erros para o final, apds a jungdo de varias células.
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1, M4 e M3 servem para espelhar a corrente

Se tivermos mais corrente I3, os gates vdo carregar mais, aumentando o canal e levando a
mais corrente. Se a corrente 13 diminuir os gates vao descarregar, diminuindo o canal até
ser apenas o necessario para a corrente 3. Ou seja a tensdo nos gates de M3 e M4 é
definida através da realimentacao do dreno para o gate.
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he Iref vai diferir de lout devido ao CLM, visto que VSD4 é diferente de VSD3, visto que VGD3=0 mas VGD4 é diferente de O,
logo temos CLM e por isso correntes diferentes.
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